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Resumen

La deteccion de contaminantes atmosféricos generados de la
combustion de combustibles fésiles como los hidrocarburos
arométicos policiclicos (PAH's) es importante porque algunos de sus
componentes son altamente cancerigenos. Los PAH's son gases con
grupos funcionales que contienen anillos arométicos que absorben
radiacion en la region infrarroja (IR), arededor de 3 p. En este
trabajo mostramos €l proceso de preparacion de peliculas cristalinas
semiconductoras de la aeacion semiconductora InASSh crecidas
sobre GaSh. Con la composicion adecuada estas pelicula puede
absorber luz en € rango de 0.8 a 4.3 ; lo que nos permitira
desarrollar un detector semiconductor de IR y a partir del examen de
un espectro de absorcién identificar los PAH's. Las peliculas fueron
crecidas por la técnica de epitaxia en fase liquida (LPE) a una
temperatura arededor de 570 °C Para caracterizar sus propiedades
opticas, estructurdes y la calidad de lainterfase entre la peliculay €l
substrato se emplearon las técnicas de espectroscopia de difraccion
de rayos X, y Raman, microscopia electronica de barrido (SEM) asi
como fotoacustica (PA).

Introduccion

Los PAH’s son contaminantes atmosféricos ampliamente estudiados
en las Ultimas décadas porque algunos componentes son atamente
cancerigenos o mutagenos 2. Se sabe que los anillos bencénicos de
los PAH’s absorben radiacion en € IR medio en laregién de 3.2 a
3.5 um. Las aeaciones semiconductora de InAs,,Sh, son uno de los
materiales con mayor futuro para € desarrollo de dispositivos
optoelectronicos de emision y deteccion de radiacion en e rango
medio del IR®. En este trabajo reportamos & desarrollo de capas
epitaxiales de InAs;.xShy sobre substratos de GaSb en particular en
las peliculas de composicion InAsy g Sbo e

Procedimiento Experimental

Trabajamos con soluciones ricas en Sb, los precursores para las
soluciones fueron Sh, In e InAs de 7N. El crecimiento se realizaen un
reactor en ambiente de hidrégeno de ata pureza. Las soluciones de
crecimiento fueron calculadas a partir de un diagrama de fase
considerando una temperatura de equilibrio entre 568-572°C. Usamos
el método de superenfriamiento con una variacion entre 2-4 °C. Las
soluciones de crecimiento se enfriaron a unarazon de 0.3°C/min.
Resultadosy Andlisis

En la figura 1 mostramos las fotografias del crecimiento CE193,
realizado en un minuto a una T=571 °C, a la izquierda mostramos la
superficie de la pelicula'y a la derecha un corte transversal donde se
observa que se presentan ondulaciones y regiones limpias .Al
aumentar el grado de supersaturacion se obtienen superficies planas,
brillantes con acabado espejo, como se muestra en lafigura 2, que fue
crecidaauna T=568°C.
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La composicion quimica se determind por SEM EDS, para CE196 la
composicion obtenida fue de INAsyg; Shoge. ESpectros de difraccion
Raman fueron obtenidos a T ambiente, (figura 3). Observamos que
todas las muestras presentan tres regiones. El pico més intenso es del
tipo LO InAs (225 cm™) y hay un pico muy débil del tipo TO InAs
(233 cm™). También se observa un pico del tipo LO del InSb (183
cm'Y), que corresponde a un modo TO prohibido que se presenta por
distorsiones de lared.
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Figura 3. Espectros Raman de CE188, CE194 Figura4. Dependenciacon la
y CE196 frecuencia de laluz incidente, dela
fase delasefiad PA para CE188,
CE194y CE196.

Para |a caracterizacion de la caidad de lainterfase entre la peliculay
el substrato, InAsSh/GaSh usamos la técnica de PA. En la figura 4
mostramos e cambio de fase de la sefidl PA en funcion de la
frecuencia, de acuerdo con [5], se deduce cuditativamente que la
muestra CE188 tiene lamejor calidad de interfase.
Conclusiones
Crecimos por LPE peliculas epitaxiales de InAsSh sobre sustratos de
GaSh. Estudiamos diferentes composiciones y temperatura de
crecimiento para optimizar la cadlidad de la interfase pelicula-
substrato. Mediante la caracterizacion de SEM-EDS se observo que
las muestras presentan la composicion buscada para las aplicaciones
a fotodetector de IR. Se identificaron mediante caracterizacion
Raman los modos LO y TO en nuestras muestras. Con las mediciones
de PA, cudlitativamente se deduce que muestra tiene una mejor
calidad cristalina.
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